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1. INTRODUCCION

El amplificador que se describe a continuacidén, es un equipo completo que ofrece
una potencia de salida de 120 W RMS, en dos canales de 60+60W.

Por sus caracteristicas técnicas se considera un equipo de alta fidelidad HI-FI
debido a su bajo nivel de distorsidén de arménicos que es menor de 0,05%.

El equipo amplificador esta formado de 5 partes:

1. Etapa de potencia de 60+60 W. RMS.

2. Circuito pre-amplificador con controles de graves, medios y agudos que
actuan como un circuito ecualizador por el que puede ajustar amplitud
de las frecuencias de la banda de sonido seglin se desee.

3. Previo estéreo con caracteristicas RIAA para conectar a una capsula
magnética.

4. Un circuito completo de fuente de alimentacidon que se complementa con
solo conectar un transformador para la alimentacidn del equipo.

5. E1 circuito protector de los altavoces lleva un relé para desconectar
los altavoces cuando hay un fallo en el funcionamiento del equipo.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de salida = 60W x 2 sobre 8 Ohmios.

Impedancia de salida = 4 - 8 Ohmios.

Repuesta en frecuencia = 10 Hz - 20 Khz.

Total distorsién harménicos = Menor que 0,05 %.

Sensibilidad de salida = 3 mV 47 K, RIAA ecualizador 130 mV 47 K, AUX.

TAPE.
Voltaje AC = 230 VCA / 24+24 VCA.
Voltaje DC = +- 35 VCC.

3. DESCRIPCION DEL EQUIPO AMPLIFICADOR

Segun se observa en el plano P-220 se muestra un diagrama en bloques con todo el
conjunto de circuitos que forman el equipo y en orden de conexidn:

. FUENTE DE ALIMENTACION

. PREVIO ESTEREO PARA PHONO

. PREAMPLIFICADOR ESTEREO
ETAPA AMPLIFICADORA ESTEREO
PROTECTOR DE ALTAVOCES
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FUENTE DE ALIMENTACION:

La fuente de alimentacién se encarga de suministrar las tensiones vy
corrientes que demanda al equipo amplificador. Este tipo de fuente se
considera convencional, pues utiliza el transformador, rectificacidén vy
filtrado (ver plano P-222).

E1l transformador es del tipo toroidal reductor cuya funcidén es transformar
la corriente de red de 230 VAC a 24-0-24 VAC.

El circuito esta provisto a su entrada de dos elementos de proteccidn
formada por un Varistor VDR y un fusible F1 que actua ante cualquier
incidencia fortuita en la red eléctrica: sobretensiones inducidas, picos
de voltajes, conmutaciones por impulsos, etc.

E1l secundario del transformador consta de dos bobinados con toma central
para obtener un voltaje doble de 24 Vca + 24Vca y obtener a la salida de
la fuente tensiones continuas positivas y negativas (+- 32 Vcc).

En la parte rectificadora se utiliza un puente rectificador formado por
cuatro diodos 1N5402 y filtrado por dos condensadores de alta capacidad,
4700 uF, para la salida positiva y la negativa.

Dispone de dos fusibles de proteccidén a la salida de la fuente de 3 A,
contra cortocircuito o sobrecorriente, tanto en la linea + 35 Vcc como -35
Vcc.

Un diodo Led (verde) nos indicard en todo momento que la tensién de +- 32V
estan correctas, cualquier incidencia en la linea de alimentacidén no se
encendera.

Fuente de alimentacién.
PREVIO ESTEREO PHONO:
El previo estéreo es un circuito adaptador y amplificador de la sefial de
entrada de phono (ver plano P-224).

Consta de dos circuitos amplificadores operacionales el MC-1458P. Su
alimentacién es +- 16V.

log
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PREVIO ESTEREO FHONO
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PREAMPLIFICADOR ESTEREO:

El circuito preamplificador es el encargado de controlar los tonos graves,
medios y agudos, el balance y volumen (ver plano P-225).

Especialmente consta de un circuito amplificador operacional, IC2 (C4558C,
para cada canal, que permite amplificar y adaptar las distintas sefales y
frecuencias que les llega a su entrada desde el corrector de tonos para
obtener a la salida una sefal mejorada y compensada dentro de las bandas
de frecuencias que comprende de 10Hz a 20KHz.

La alimentacién aplicada es de +16Vcc y -16Vcc establecidas mediante dos
diodos Zener que estabilizan y proporcionan estas tensiones fijas.

Posee tres potencidmetros dobles 1lineal: VR3, VR4 y VR5 para BASS,
MIDRANGE, TREBLE, respectivamente. Uno simple lineal VR2 para Balance y
otro doble logaritmico VR1 para Volumen.

Preamplificador estéreo
ETAPA AMPLIFICADORA ESTEREO:

Esta etapa corresponde a la parte final del equipo amplificador donde las
seflales obtenidas desde el circuito preamplificador de tonos se amplifica
a niveles mayores de salida para que puedan ser reproducidas por un
altavoz y con un maximo de potencia de 60 W RMS por canal (ver plano P-
226).

Consta de un circuito amplificador operacional, IC3 C4558C, por canal, que
actua de adaptacidén y amplificacién de la sefial de entrada para atacar los
transistores de potencia de salida dispuestos en simetria complementaria.
Gracias a esta configuracion se obtiene una buena relaciodn de respuesta en
frecuencia de 10Hz a 20KHz y una baja distorsidn menor de 0,05%.

/A—‘,—\“‘) h’ "E‘“‘J‘T‘ "-. 5 iQ-T:LI
Etapa amplificadora estéreo
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CIRCUITO PROTECTOR DE ALTAVOCES:

Este circuito se encarga de proteger los altavoces ante picos elevados de
potencia y tensiones continuas (ver plano P-223).

Se compone de un puente rectificador de la sefal de salida que actua con
un retardo a la conexidn, establecido mediante la célula R5 y C7, y
seguidamente actuar sobre dos transistores montados en configuracion
Darlington para accionar el relé RL1 y el diodo Led2 que indicara que los
altavoces estan conectados al amplificador.

Protector de altavoces

4. COMPROBACION Y AJUSTE

Antes de probar el equipo amplificador, se debe inspeccionar completamente
todas las soldaduras con atencidén y corregir las conexiones incorrectas
que se hayan podido producir a la hora de soldar: soldadura fria, sin
brillo, exceso o por defecto de estano, etc. También asegurarse de la
correcta colocacién y orientacidon de todos los componentes, y después haga
lo que se explica a continuacidén ordenadamente, para realizar la prueba y
ajustar el equipo también sera necesario un multimetro (ver plano P-227).

1. Para todos los cables de entrada, debe utilizar cable blindado (cable
apantallado de sonido).

2. Conecte los tres cables del secundario del transformador toroidal con
el voltaje secundario doble de 24 V (3 Amp.) a los tres puntos: AC, Gy
AC situados en el lado izquierdo de la placa. Preste atencidén que el
cable medio de la secundaria del transformador se conecte al punto “G”.

3. E1 voltaje entre los dos fusibles debe ser de 65V aproximadamente.

4. Al conectar la tensidon de alimentacidn se encendera el led 1 de color
verde indicando que existe tensidn. Pasado unos segundos se activara el
relé RL1 y el led 2 se encendera conectdandose los altavoces.

5. Ponga un voltimetro en continua en su menor escala y mida el voltaje
entre colector de los transistores de potencia y GND. Este voltaje debe
ser inferior a ©,5V. Si no se puede ajustar este voltaje en menos de
0,5V variando las resistencias ajustables VR10 y VR11l esto indica que
existe algun problema en el montaje que debera solucionarse.

6. Comprobar la tensidén en extremos de las resistencias R77, R80 que debe
ser de aproximadamente de 0,02V.

10
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5. ALGUNAS RECOMENDACIONES EN SU MONTAJE.

Suelde un trozo de cable desnudo rigido de 2,5mm a los cuerpos metalicos
de cada uno de los potenciometros BASS, TREBLE, MIDRANGE y VOLUME vy
después conecte el extremo del cable a la masa GND del amplificador.

Utilizar cable apantallado de audio para las entradas y salidas de sefal y
ubicando un punto comun donde se concentre todas las masas de la fuentes
de sefnal.

Separar 2 mm entre el cuerpo y la placa de los siguientes componentes: las
4 resistencias R77, R78, R79, y R80 y los 4 diodos rectificadores de la
fuente de alimentaciodn.

Los 4 transistores de potencia con encapsulado TO-3: (2)2SD665 NPN vy
(2)2SB645 PNP. Téngase en cuenta lo siguiente:

a. Para instalar los transistores de potencia, primero debe colocar el
aislante de MICA sobre la cara del transistor, de forma que quede
entre el transistor y el radiador metdlico. Después ponga el
conjunto de transistor y MICA sobre el radiador metalico.

b. Coloque el conjunto de transistor y radiador metdlico sobre 1la
placa, de modo que los terminales del transistor se situen en sus
correspondientes sitios sin tocar el radiador.

c. Coloque los tornillos especiales para instalar el transistor en su
sitio y después en la otra cara de la placa, apriete la tuerca y la
zapatilla aislante.

NOTA IMPORTANTE: Instalar estos transistores, requiere mucho tiempo
porque no se debe producir ningun contacto entre el colector de los
transistores que es el mismo cuerpo del transistor y 1los radiadores
metalicos. Para asegurarse de que esto no ocurra, haga la comprobacion
con un ohmetro. En el caso de existir algun contacto mediante algun
tornillo entre el colector de un transistor y el radiador metalico debe
abrir la tuerca y el tornillo del transistor e inspeccionar el aislante
de MICA, ademas de comprobar la correcta colocacién de las zapatillas
aislantes de plastico.
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6. DATA SHEET C9012

Micro Commercisl Componenia
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Fax:  [B18) 7014832
Features
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» Colleciorcument 054 .
« Colleciortase \iitage 40V Transistors
» Opersting end siorage junciion lempersture range: -55°C 1o +150°0
»  Weming @ S801E
» Lesd Fres Finish/RoHS Compliant "F" Suffix design
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» Epomy mests UL &4 V-0 fammability rating -
= Moigure Seraifivity Level 1 I-— & —-l E
[
Electrical Chara Gleristics @ mnmmsm O
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& MALL-5IGHAL CHARACTER IS TICE 0 i W | swm | am
[ Transissar Fragquancy 150 asa Wz 2 = = CEH) .‘Lﬂ
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www.mccsemi.com
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Revislon: A 2011.01/01
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BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT

uPC4558

HIGH PERFORMANCE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER

DESCRIPTION

The uPCAS58 is 8 dual type operstional amplifier
having internal phase compensating circuits, its electri-
cal characteristics features higher spead, broader

FEATURES

# |nternal frequency compensation
* Low noiss

* Qutput short circuit protection

bandwidth, and lower noise compared with such con-
wventional general purpose operational amplifier as
HPCT4T,

Tharefors, application to active filters, audio armpli-
fiers, VCO, efc. can be realizad with simpla circuit

compositon.
CONNECTION DIAGRAM
EQUIVALENT CIRCUIT [Top View]
| 12 CORCUNT
i W i ‘ LPLABEAC, 465AG2
1 | | w,
- | ouTi 1] [E]v
I E —E OuTs
It [3}- [E] Ia
ST v [a] 5] ka

ORDERING INFORMATION
PART MUMBER PACKAGE QLIALITY GRADE
uPCABBEC 8 PINM PLASTIC DIP {300 mil) Standard
JPCA4BERGE 8 FIN PLASTIC SOF (225 mill | Stondard |

Please refer to “Quality grade on MEC Semiconductor Devices” {Document number
IEl-1208} published by NEC Corporation to know the epecifications of quality grade
on the devices and its recommended applications,

Documeond Mo, IC<1T32E
10 M. B-8324E)
Dabe Published March 1853 M

Primed n Jopan
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BF391

BF 39T " BF 3947 Dr o999
WPN HIGH VOLTAGE VIDEO AMPLIFIERS

THE BF391, BF352, BF393 ARE NFN SILICON CASE TO-924
PLANAR TRANSISTORS DESIGNED POR HIGH
TVOLTAGE VIDEQ AMPLIFIERS IN TELEVISION |

RECEIVERS. THEY FEATURE 200V MINIMUM
COLLECTOR-EMITTER BREAFDOWN VOLTAGE ARD

GOOD FREQUENCY CHARACTERISTICS.

EEC

ABSOLITE MAXIMIM RATINGS EF391 EF332 EFI83
Collector-Base Voltege YeED 200V 250V 300V
Collector-Emitter Voltege ToED 2007 2507 300V
Enitter-Base Toltage VERO v
Collector Current Igw S00mA
Total Power Dissipation @ T £259C Ptot 1.5W

- e Tp< 259 G25mW
Operating Junction & Storage Temperature T4 & Tatg =55 to 1509C
ELECTRICAL CHARACTERTSTICS (TA=25°C unless otherwise noted)

PARAMETER SYMBOL P&‘i’-‘*ﬁx[ T2 | yerIg3y [UNIT|TEST CONDITIONS
Collector-Bese Breakdown Voliage BVCEO 200 250 300 T |Ip=0.1lma Ig=0
Collector-Emitter Breskdown Veltage | LVCED 200 250 300 ¥ |Ig=lmi Ip=0
Esitter-Base Breakdown Voltage EVERG 6 ] & ¥ [Ig=0ulmA Ig=0
Collector Cutoff Current Ioen 0.1 ph |VCB=160V Ig=0

0.1| 0.1 A |VeB=200V Ip=0

Emitter Cutoff Current IERg [+ % § A | VER=4T Io=0
041 0.1| pA |VER=EY  Ig=0

Collecter-Emitter Saturation Voltage| Wog(aat) 2 2 2|V |Ig=20mhk Ip=Zmd

Bese-Emitter Saturation Voltage VEE(sat) 2 2 2|V |Ic=20mA Ip=2mA

D.0. Current Gain HpE 25 25 25 Ip=lmd VoE=10V

40 40 40 Ig=10mAk VcE=10V

"|Gurrent Gain-Bandwidth Product fp 50 50 50 MHz | Ig=10mA VgE=20V
Feedback Capaecitance Cre b Z 2| pF T 621’ IE=0

MICRO ELECTRONICS LTD, fofviows 5 s Gt socss -mcrorton:

FAX: 1410321
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BF491

PNP SILICON
HIGH VOLTAGE
TRANSISTORS
BF4%1, BF4%92, BF493 are P‘NF silicon planar
tronsistors desigmed for high woltoge wvideo
omplifiers in television receiwvers requiring
high breakdown voltoge ond low copocitance.
EBC |
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS BF491 BF492 BF493
Collector-Emitter Voltoge Veeo 200v 250V 300V
Collector-Bose Voltage V.:EG 2007V 250v 30OV
Emitter-Bose Voltage vEBﬂ &Y av av
Collector Current Ie 500mA,
Total Device Dissipation @ T,=25°C "o 625mM
Derate Above 25°C 1.20M,/°C
Total Device Dissipation @ T.=25°C ' Py 1.5W
Derate Above 25°C 12n4/°C
{h,ﬁ Operating & Storage Junction Temperature Range Tj,Tstyg -55 to 150°C
© ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T4=25°C unless otherwise noted)

o PARAMETER " snpoL | P91 | BR4S2 | BR4S3 \owrT|TEST CONDITION
Collector-Base Breakdown Vol tage BYoEO 200 (250|300 ¢ ¥ |Ip=0.lmi .u'-n
Collector-Enitter Breskdown Voltage | BVoEo™ - 200 250 ) 300 T |[Ic=lma In-t
Emitter-Base Breakdown Voltage BVgmop- 7| 6 -] 8 Vo |Ig=0.dmh IgeC
Collector Cuteff Current | Tepo 01| pA |VCB=160V _ IEsC

' 0.1 0.1 mA |VeBe200V Ip=C

Exitter Cutoff Curremt . | IEmo 0.1 _ ‘pA [Ugp=4¥  IC=C

' 0.1  0.1| pA |vER=6V  Io=t

Collector-Enitter Saturation Voltage Tc-n{aa.t}- 2 2 2| ¥ |Ig=20mA IB=Zm
Buse-Exitter Saturation Voltage VEE(sat) 2 2 2|V |1c-20mA- Ipe2:
D.C. Current Cain . | e - |25 |25 25 {To=laa Vepeic
Ly .| g0, |40 40 Ig=10mA VgE=1¢

 |Current Cain-Bandwidth Product £ 50 50 50 MEz Indou—"rgf-’q
[;_"[?eadhn:k Capacitance b Cra 2| 2 2| pP ﬁ-imv IE=0

#Pylse Test : Pulse Width=<300p5, Duty Cycle< 2%,

4  MICRO ELECTROMICS LTD. 2R R

36 Hung Ta Road, Kwun Tong, Kowloen, Hang Kong. Cable: Micratraa, Hong Kong. Tebe :£F3610 Micra HX.
F.0. Bog8477, Kwun Tong. Tel 343015146 SESESAI SRS PR IR FaX: 3-41031

1-4. ﬁ“?
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SavantlC Semiconductor

25B645

Product Speacification

Silicon PNP Power Transistors

25B645

DESCRIPTION
“With TO-3 packags
-High powar dissipstion

APPLICATIONS
-Far powar switching and ganara

purposa gp plications

PINNING{see Fig.2)

PIN DEESCRIPTION
Baga
2 Erritia
3 Calladie

Absolute maximum ratings(Ta=")

Fig.d simplified cutling {TO-3) and symbol

EYMBOL PARAMETER CONDITIONS WVALUE UWIT
Vo Collasiar-hage valiags Opan amitlar =200 W
Waza Colatitr-Armifih s waith s Dipan basa =200 W
Vo Emittanhass valiage Dpean collasior =5 W

ke Colasiar urnsn =15 A
la Baga Syl =5 A
Pz Collasiar pwer dutsins Soa Tew250 150 W
T June fion femnparahns 150 O
Tug Sirage Eempamine «~A5=15] O
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SavantlC Semiconductor

25D665

Product Specification

Silicon NPN Power Transistors

25D665

DESCRIPTION

-With TO-3 package
-Complamant to typa 256845
-High powar dissipation

APPLICATIONS

-Powar amplifiar applications
-Powear switching applications
‘OC-0C comvartars

PINHING{sas Fig.2)

PIN DESCRIFTION
1 Baga
2 Exritias
3 Callasiar

Absolute maximum retings{Te=1)

Fig.1 simplified outline {TO-3) and symbaol

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS WVALUE UNIT
YVaaa Collasior-hidé valiags Opan amitlar 2040 W
Wmn Collasior-amitiar valtage Diad basa 204 W
Yo Emitianbats voliage DOpan calasiar 5 W

la Collacion curman 13 A
Iz Eage Sy rnan i 4 A
Po Collasion pdwer diktanh Soa Tos250 150 W
T Junsan ampanature 150 O
Tug Storage temosmine =55=15] O




